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摘要(译)

本发明提供了一种反应溅射氧化铱修饰的微电极阵列及其制备方法，反
应溅射氧化铱修饰的微电极阵列的制备方法，包括利用微加工技术制备
的微电极阵列、反应溅射的氧化铱，其中所述反应溅射的氧化铱溅射在
微电极阵列上。本发明利用设定流量的氩气、氧气以及特定的气压来反
应溅射氧化铱，确定了使Lift-off工艺顺利进行的反应溅射条件，并且获得
较好的电化学性质，使微电极阵列获得更好的电生理采集与刺激效果。
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